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Vyndlez se tykd integrovaného uspofddani
s tranzistorem sc Schottkyho kolektorem,
které je urfeno zv1iasté pro cislicové obvody
s velkou spinaci rychlosti a zpsobu jeho
vyroby.

Dosud jsou zndmy stavebni formy bipo-
larnich tranzistort s bariérou kov-polovodi&-
-Schottkyho efekt, nebo s heteropfechody —
PN na misté pFechodu PN mezi kolektorem
a bazi. Tyto stavebni prvky se vyznaguji vy-
sokymi spinacimi rychlostini, protoZe v re-
Zimu nasyceni je sniZeno uklédéni néboje
v kolektorové oblasti a zpé&tné vstlfikovani
z kolektorové oblasti do oblasti baze. U jed-
noho takto navrZeného usporadani byla e-
pitaxidini vrstva uloZena na jednom velko-
plochém, jako emitor fungujicim polovodi-
Covém télese, a na této vrstvé byl proveden
hradici styk polovodié-kov.

Toto usporddani se vyznatuje velkou pa-
razitni kapacitou mezi emitorem a bdzi.

Pri dal8im vyvoji tohoto uspoféddni byla
emitorova plocha na pfechodu mezi bazi
a emitorem ohranifena kysliénikovymi vrst-
vami a polykrystalickou oblasti polovodice.
Pfitom lze ofekévat poruchy pFechodli mezi
emitorem s bézi, zplisobené vlivem okrajové
oblasti epitaxidlni vrstvy.

Obé& tato uspofddani se nehodi pro inte-
grované polovoditové soud4sti.
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V integrovanych tranzistorovych obvodech
se aZ dosud objevovaly. Schottkyho diody,
které byly rovn&? pouZity jako spojovaci
dioda pro p¥echod mezi kolektorem a bédzi
tranzistoru. Timto zpfisobem se ddle sniZi
pfebuzen{ tranzistoru. Tato uspoFadédni se
v3ak op8ét vyznacujl velkymi kapacitami me-
zi bézl a kolektorem a velkou spotfebou
mista. Také bylo zkouméano uspofadéni tran-
zistort se Schottkyho kolektorem pomoci
boénich tranzistord. Tim v8ak bylo dosaZeno
pouze malych zesileni.

Na druhé strané& byly vyvinuty zp@soby
pro vyrobu integrovanych bipoldrnich tran-
zistorovych obvodd, u kterych by bylo moZ-
no dale zkoumat mozZnosti jejich pouZiti pro
vyrobu- tranzistoru se Schottkyho kolekto-
rem. U t&chto zpfisoblt se vytvofl rozsahy
jednotlivych stavebnich prvkd difdzni a epi-
taxidlni technikou uvnitf monokrystalické-
ho polovodictového téliska a na jeho horni
stran& se upravi kovové kontakty. Toto po-
lovodi¢ové t&lisko je po spojeni s nosnym
prvkem vystaveno volnému legovéani spod-
nich rozsahii stavebnich prvkd a tyto sta-
vebni prvky jsou na této spodni strané opa-
tfeny kontakty. ~

Cilem vynéalezu je vytvofit tranzistorové
uspofadani se Schottkyho kolektorem, vhod-
né pro realizaci velmi rychlych ¢islicovych
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obvodii a vyvolit je jednoduse v jedné nebo
vice rovinédch.

Utelem vynélezu je déle, aby toto uspofé-
dani mélo kratké spinaci doby a vysoké
proudové zesileni.

Déle je Zadouci, vytvofit jednoduchy zpi-
sob vyroby, kKtery by zaru€oval vyrobu t&ch-
to obvodii podle vyndlezu v t8sné blizkosti
s odpory o diodami.

Uvedeného tcelu je podle vynélezu dosa-
Zeno v podstaté tim, e v tenké monokrys-
talické polovodigové vrstvé, zakryté po obou
stranédch dédstedné izoladni vrstvou, jsou ob-
lasti badze obklopeny prstencovymi dotaéni-
mi pfikopy dotaniho typu emitoru, a v
t8chto oblastech béze se nachédzeji na jedné
strané opacéné dotované oblasti emitoru a
na druhé strané na polovodifové vrstvé v
okénkéach izolafni vrstvy oblasti kolektoru
z elektricky vodivého materidlu, odli¥ného
od vychoziho polovodife, které zakryvaji
oblasti bdze Gplné& a prstencové dotaéni pii-
kopy {éasteén& a vytvaiejl k oblastem béze
hradici a k dotatnim prikopam ohmické
pfechody, prifemZ na emitorové strané po-
lovodidové vrstvy maji oblasti emitoru, ob-
lasti bdze a dotaéni prikopy ohmické kon-
takty.

Podle dalsiho vyndlezu je kolektor z ko-
vového materidlu.

U jiného vyhodného provedeni integrova-
ného uspofddédni podle vyndlezu je kolektor
z monokrystalického materialu.

Konetné& se integrované uspofddani vy-
znacuje tim, Ze kolektor je z elektricky vo-
divého materidlu, propustného pro svétlo.

Zptisob vyroby integrovaného usporddani
spodivd v tom, Ze se do polovodifové vrstvy
dota&niho typu béaze vdifunduji vysoce do-
tované oblasti emitoru a souasné kolem
nich dolni dotacni prikopy, na polovodifové
vrstvé se vytvoli tenkd epitaxni polovodifo-
vd vrstva dotaéniho typu bdze a na ni pa-
sivni izoladni vrstva, nafeZ se do epitaxni
polovodicové vrstvy nad doln{ dotadni pri-
kopy vdifunduji horni dota¢ni p¥ikopy do-
tadniho typu emitoru, jeZ se vzAjemné& spoji
a vytvofi bo¢ni ohranifeni oblasti béze, a po
otevieni okének v pasivalni izola¢ni vrstvé
se v nich vytvoFi oblasti kolektoru nanese-
nim elektricky vodivé, od zé&kladniho polo-
vodi¢ového materidlu odli$né vrsivy, které
pFekryji Gpln& oblasti bAze a CA&steCné do-
ta¢ni prikopy a vytvori hradici pfechody k
oblastem béze a ohmické prechody k dotac-
nim pFikopdm.

Zptisob podle vyndlezu dale spo¢iva v tom,
7e se oblasti kolektoru vytvoFl nanesenim
kovové vrstvy.

Podle dalSiho znaku zpfisobu se oblasti
kolektoru vytvori epitaxnim ristem mono-
krystalického jinorodého elektricky vodivé-
ho materialu.

Jiny znak zplsobu spo&ivd v tom, Ze pled
nanesenim oblasti kolektoru se do epitaxni
polovodifové vrstvy vyleptd prohlubeii.

DalSim znakem zplisobu podle vyndlezu
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je skutefnost, Ze p¥ed nebo po difdzi pie-
krytych oblasti emitoru se v mist8 kontaktu
baze provede v polovodiCové vrstvd vysoce
dotovand difize dotadniho typu bAze.

Podle jiného znaku zpdsobu podle vyné-
lezu se v epitaxni vrstvé pridavné vytvoli
odpory, které jsou izolovany izola&ni oblasti,
kterd se vytvari emitorovou difuzi a difdzi
horniho dotadniho pFikopu soulasné s dol-
nfmi a hornimi dota¢nimi p¥ikopy.

Koneéné& se zpfisob podle vynélezu vyzna-
uje tim, Ze pired nebo po diftzi pFekryté
oblasti emitoru v oblastech odport difazi
vytvoFi vysoce dotované oblasti kontaktd
dotaZniho typu bdze.

Zptusobem podle vynélezu lze vyrobit in-
tegrované uspofadédni s tranzistorem se
Schottkyho kolektorem <dvé&ma nebo tfemi
difdznimi operacemi. Pfitom lze dosahnout
malych S3ifek baze s tizkymi tolerancemi,
protoZe 3ifka bAaze je zAvisld na tlouStce
epitaxidlni vrstvy a na vydifundovdni emi-
torové oblasti a nikoli na presnosti mecha-
nického a chemického zpracovéni vychozi-
ho polovodi€ového polotovaru. Kromé toho
lze provést toto integrované uspofadani s
tranzistorem se Schottkyho kolektorem ve
vice rovinéach,

Vynalez bude ddle podrobnéji popsén na
pfikladu provedeni a pomoci prFiloZenych
vykresl, kde na obr. 1 je Fez epitaxidlnim
kKotoufem s prekrytou emitorovou oblasti a
s odporovou oblasti a s oblasti baze, na obr.
2 je Fez kotoudem po naneseni kolektorové
oblasti a na obr. 3 je Fez hotovou struktu-
rou. Na vykrese je kolmy smér vyznafen
silné&.

Podle obr. 1 jsou v monokrystalickém kfe-
mikovém kotoudi typu P* 1 difundovédny
emitorové oblasti 2 a spolu s nimi spodnl
rozsah prstencové 3Sachtovité oblasti 3 k
ohrani¢eni pozd&ji vzniklé oblasti baze 5
a spodni izolaéni oblast 4 k chrani¢en{ poz-
deji vznikiého odporu 6. V rozsahu kontak-
td 7 pro bézi a odporového kontaktu 8 bu-
dou v kifemikovém kotoudi 1 vydifundovdny
oblasti N*. Po naneseni tenkeé epitaxidlni
vrstvy 9 typu N bude na této vrstvé vytvo-
Fena pomoci tepelné oxidace oxidalni vrst-
va 10.

Tato vrstva 10 slouZl jako difiizni maska
PTi nésledujici difazi horni prstencové Sach-
tovité oblasti 11 typu P* k ohranifeni ob-
lasti b4dze B a horni izoladni oblasti 12 od-
poru 8.

Po odleptdni prinik@ 13 v oxidacni vrst-
vé 10 pi'es oblasti bdaze 5 prstencové Sachto-
vaci oblasti 3, 11 budou v pranicich 13 od-
leptédny Sachty 14 v epitaxidini vrstvé 9 a v
téchto Sachtdch uloZeny jinorodé kolekto-
rové oblasti 15, nap¥iklad z hliniku., Nato
bude zndmym zplsobem pomoci sklenéné
vrstvy 16 polovodiCovy kotoué 1 spojen te-
pelnou kompresi s nosnym prvkem 17, na-
pfiklad oxidovany kiemikovy kotou¢ a
brousenim a leptdnim polovodi¢ového Kko-
toute 1 se odhali pro volné legoviani ple-
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Kryti emitorové oblasti 2, prstencové Sach-
tové oblasti 3, spodni izolaCni oblasti 4 a
kontaktd 7, 8.

PFi tomto postupu vzniknou izolované e-
mitorové oblasti 2 uvnitf¥ oblasti bédze 5
tranzistoru se Schottkyho kolektorem.

Volné legované spodni strany budou po-
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Kryty na emitorové strané pasivacni vrstvou
18, jejimiZ praniky 19 jsou galvanicky spo-
jeny oblasti emitoru 2, baze 5§, prstencové
Sachtovité oblasti 3, a odpor & s kovovou
vedivou rovinou 20.

Tato koneCnd struktura je uvedena na
obr. 3.

PREDMET VYNALEZU

1. Integrované uspofddani s tranzistorem
se Schottkyho kolektorem, vyznafené tim,
Ze v tenké monokrystalické polovodidové
vrstvé (1, 9), zakryté po obou stranédch
CasteCné izolaéni vrstvou (10, 18), jsou
oblasti bdaze (5) obklopeny prstencovymi
dotadnimi p¥ikopy (3, 11) dotadniho typu
emitoru {2}, a v t8chto oblastech béze (5)
se nachédzeji na jedné strané opaéné doto-
vané oblasti emitoru (£) a na druhé strand
na polovoditové vrstvé (1, 9) v okénkéch
(13) izoladni vrstvy (10) oblasti kolektoru
{15} z elektricky vodivého materidlu odli§-
neho od vychoziho polovodiée, kieré zakry-
vaji oblasti baze (5) uUpln& a prstencové
dotadni pfikopy (3, 11) c¢aste¢n& a vytva-
Feji k oblastem béaze (5) hradici a k dotac-
nim p¥koplim (3, 11) ohmické pilechody,
pfi¢emZ na emitorové strand polovodicové
vrstvy (1) maji oblasti emitoru (2), oblasti
bdze (5) a dotatni piikopy (3) ohmické
kontakty.

2. Integrované uspofddéani podle bodu 1,
vyznatené tim, Ze kolektor (15) je z kovo-
vého materidlu.

3. Integrované uspofddani podle bodu 1,
vyznadené tim, Ze kolektor {15) je z mono-
krystalického materiglu.

4. Integrované usporfadani podle bodu 1,
vyznacené tim, Ze kolektor (15) je z elek-
tricky vodivého materidlu propustného pro
svétlo.

5. Zphsob vyroby integrovaného uspofa-
dani podle bodu 1, pFi kterém se nejprve
vytvoFi diftzi a epitaxnim ristem dotatni
oblasti v monokrystalu polovodic¢e, nebo v
monokrystalické vrstvé polovodide na riz-
norodém substratu, a po spejeni s nosnym
t8lesem, nebo po naneseni silné nosné vrst-
vy se polovodi¢ na spodni strané ubird az
do odhaleni spodnich oblasti a na této stra-
né se po naneseni pasivacéni izolaéni vrstvy
a vyleptdni kontaktovych okének spoji s
kontakty, vyznaeny tim, Ze do polovodifo-
vé vrstvy (1) dotagniho typu bdze (5) se
vdifundujl vysoce dotované oblasti emitoru
(2] a soulasné kolem nich dolni dotagni

piikopy (3], na polovodidové vrstvé (1) se
vytvoll tenké& epitaxni polovoditovd vrstva
(9] dota¢niho typu baze (5) a na ni pasi-
vacni izolaCni vrstva (10), nafeZ se do epi-
taxni polovodi€ové vrstvy (9] nad dolni do-
tacni pfikopy (3} vdifunduji horni dotadni
prikopy (3) dota¢niho typu emitoru (2], jeZ
se vzdjemné spojl a vytvofi bolni ohrani-
Ceni oblastni bdze (5), a po otevieni oké-
nek (13) v pasivatni izolaCni vrstvé (10)
se v nich vytvofi oblasti kolektoru (15) na-
nesenim elektricky vodivé, od zakladniho
polovodiCového materidlu odlisné vrstvy,
ktereé prekryvaji Gplng oblasti baze (5) a
CasteCné dotalni prikopy (3, 11) a vytvori
hradici prechody k oblastem béaze (5) a
ohmické prechody k dotatnim p¥ikopim
(3, 11).

6. Zphsob podle bodu 5, vyzna®eny tim,
Ze v oblasti kolektoru (15) se vytvo¥ nane-
senim kovové vrstvy.

7. Zplisob podle bodu 5, vyznadeny tim,
Ze v oblasti kolektoru (15} se vytvori epi-
taxnim ristem monokrystalického jinorodé-
ho elektricky vodivého materidlu.

8. Zpilisob podle bodd 5 aZ 7, vyznadeny
tim, Ze pred nanesenim oblasti kolektoru
(15) se do epitaxni polovoditové vrstvy (9)
vylepta prohlubenl (14).

9. Zplsob podle bodll 5 aZ 8, vyznaleny
tim, Ze pred nebo po difdzi p¥ekrytych
oblasti emitoru (2) se v misté kontaktu (7)
baze (5) provede v polovoditové vestvé (1)
vysoce dotovand diftize dotacniho typu ba-
ze (9],

10. Zptisob podle bodlt 5 az 8, vyznadeny
tim, Ze se v epitaxni vrstvé (9) pfidavné
vytvofi odpory (6), které jsou izolovany
izolaCni oblasti (4, 12), ktera se vytvari
emitorovou difitizi a diftzi horniho dota&ni-
ho prikopu soufasné& s dolnimi a hornimi
dotacnimi p¥ikopy (3, 11).

11. Zplsob podle bodu 9, vyznadeny tim,
Ze pred nebo po difuzi pFekryté oblasti emi-
toru (2) v oblastech odporid (6) difdzi vy-
tvoli vysoce dotované oblasti kontaktd (8)
dotacniho typu béaze (5).

1 list vykresli
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